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Uklad zawiera osiem przerzutnikéwvtypu zatrzask /atch/
z niezaleznymi odmioma wyjsciami 1Q + 8Q ‘/r6éwnolegle
wyjécie danych/ i jednym wspélnym wejSciem DI ~ DATA
INPUT /szeregowe wejécie danych/.Xazdy z przerzutnikéw
moze byé indywidualnie adresowany 3-bitowym siowem a-
dresowym podanym na wejscia AO - A2. ‘
Wysoki stan wejécia WE /WITE ENABLE/ zamyka wejécie DI
/DATA INPUT/.

We jécie CIR /CLEAR/ w stanie wysokim zeruje zawartogé
wszystkich oémiu przerzutnikéw.

MCY 74724N
MCY 64724N

Osmiobitowy adresowaliny
przerzutnik typu zatrzask

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Ukdad wyprowadzen Tabela funkcji 1 standéw logioznych
We jécia Funkc je ukzadu
Upp CLR WE DI 80 70 60 5Q WE | CIR PRZERZUTNIK PRZERZUTNIK
[8] (5] [+] [8] [2] [#] [o] [3] ADRESOWANY NIEADRESOWANY
0 0 POWTARZA DANE PAMIETA
Z WEJSCIA DI | POPRZEDNI STAN
SPEINIA FUNEKCJE MULTIPLEKSERA 1z 8
0 1 POWTARZA DANE ZERUJE
O & T & 157 18] 17T 2] Z WEJSCIA DI ZAWARTOSC
Ag Ay A 16 20 30 4@ Ugg 1 o] PAMIETA POPRZEDNI STAN
ZERUJE ZAWARTOSC

74724 1 1

Parametry dopuszczalne

/USs = 0V/
Wartogé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
min . max
UDD Napiecie zasilania v -0,5 +20
UI Naplecie we jSciowe v ~0,5 UDD + 0,5
II Prad we jéciowy mA -10 +10
PD Moo rozpraszana oW 500
tamb Temperatura otoczenia w czasie
praocy
MCY TheoooN % -40 +85
MCY 6b4....N ¢ 0 +70
tstg Temperatura przechowywania oC =55 +125

64




Parametry charakterystyczne statyczne

. Warto4é Warunki pomiaru
Zna-
osenief NaSws, Jeda. ) tamv min 25% tn-la BAX Uy uo Upp
win Bax win typ | max min BAX [V] [V] [V]
1 Prgd zasilania ' .
DD w :dtanio 8po~ 4 g 8 130 1035 b
o " 10 0,04 10 300 {0310 10
20 0,04 20 600 0315 15
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20
U Napigoie wej- 3,5 3
IR loio:u w !tinie v ’ »3 33 0,534,5 5
wysokin 7 139 10
11 11 11 1,%§13,% 19 .
U. Napigole wej- 1,5 1,5 1,5 0,534,5% 5
IL ’ ’ N ’ ’
ﬁ'i:ﬁ; w stanie v 3 3 3 139 10
& 4 4 199313,5 19
1 Prad wejdolowy pA £0,1 £107} 40,1 + Jojie 18
UOK Fapigole wyj-
5;:::;.1 stanie v Uim-o,05 UDD-O,OS Unn um)-o,os O;VJDDI 5310319
Yor ¥apigole wyj-
éoiowe w stanie v 0,03 o (0,05 0,05 O;UD 5310319
niskim
Im}l Prad wyléolowy ~0,68 ~0,51 -1 ~0,36 035 A,§ )
w stariis wysokim " -2 -1,6 -3,2 1,15 0;5 2,5 s
-1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10
~4,2 -3,4 6,8 -2,4 0319 13,5 1%
Toy, Prad wyjlSciowy 0,64 0,5%1 1 0,36 0;% 0,4 ]
w stanie niskim A 1,6 1,3 2,6 0,9 0;10 0,% 10
8,2 ek 6,8 2,4 0;1% 1,5 15
" )
tonp min = ~40°C dla MCY 64....;  0%C dla MCY Té....
tanb max = +65°C dla MCY 64....; +70°C dla MCY 74....
Parametry charakterystyczne dynamiczne
o
/tomp = +25°C, t = t, = 20 ns, C; = 50 PF, Ry== 200 xR/
Gl wartoéé Warunki
41 i Nazwa Jedn. pomiaru
czenie typ max Upp [V]
tPLH Czas propagacji smiany sy- 200 400 5
gnalu z niskiego na wysoki DI —= nQ ns 75 150 {0
tPHI. Czas propagacji szmiany sy~ n/ 50 100 15
gnalu 2 wysokiego na niski -
- 200 400 5
WE —= /‘2‘3 ns 80 160 10
60 120 15
225 450 5
An—1""/g‘} ns 100 200 10
75 150 15
t oL Czas propagacji zmiany sy~ 178 350 5
gnalu z wysokiego na niski CIR—-mQ | o 80 160 10
/3/
65 130 15
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cd. tabl.

Wartosé Wargnki
Ozgna-~ Jedn., pomiaru
czenie Ba typ max Upp [V]
tTLH Czas narastania ghocza sy- 100 200 5
gnaléw wyjsciowych ns 50 100 10
t Cezas opadania gbooza sygna- 0 80 1
THL 16w wyjsciowyoch ¥ #
t Minimalna sgerokodé impulséw 100 200 - 5
W min pI 0
6/ ns 50 100 1
40 80 15
200 400 5
Apaq - ns 100 200 10
/8/ - 65 | 125 15
75 150 5
CLR 5, | ns 40 75 10
25 50 15
tSU Cezas przygotowania danych _ 50 100 5
wejdciowych przed przyj- DI — WE i 25 50 10
$ciem narastajgcego sbooza /6/
sygnalu gapisu WE 20 35 15
tH Czas preetrzymywania danyoch __ 75 150 5
we jédciowych po przejdoiu DI — WE - 40 75 10
nsrnstajchip gbocga sygna- /1/
Iu zapisu 25 50 15
cI Pojemno$é wejsciowa PP 5 Ts5
n =14+ 8
/ 930% Ve
Ag=A2 50%
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Zaletnokci czasowe i definicje parametsdw dynamicznych



